
综合解决不致进 步增加工艺和设备的复杂性 大幅度提高效益是急待解决又是技术竟争

的新课题
。

作者从 硅外延基本原理
,

流体力学模型进行研究
,

综合分析
,

找出了造成参

数偏离与生长原理之间关系和基本规律
,

发现在硅 外延中
,

若沿造成外延参数偏离

理想值的因素和工艺的反过程
,

进行逆向处理
,

会加速补偿掉参数的偏离值
,

加速达到理

想值
。

我们称这种加速补偿效应为 效应
,

利用 效应设计出的一整套技术称 技

术
,

取得了技术突破
。

该技术能同时有效地解决以上多种参数和多中因素引起的金属杂质

和微缺陷
,

在现有设备
、

通用高频加热
、

常压下
,

采用极简单方便的工艺
,

且无副作用
,

实现了事半功倍的效果
。

理论分析

作者利用补偿和加速补偿效应
,

沿造成外延参数偏离理想值的因素和工艺的反过

程进行逆处理
,

能有效地补偿掉多种因素综合造成的参数偏离
,

加速达到理想值
。

这就是

我们对 硅外延制备基础理论研究的基本规律
,

是本文提出的 技术的基础
。
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硅外延中的重金属杂质来源于多种渠道
,

如存在于单晶原材料内在含量 硅切片
、

磨
、

抛过程中沾污 清洗过程中的化学试剂中的杂质吸附在硅片表面 操作工具 外延系

下
,

研究出了与外延工艺相容的最佳的去除杂质工艺技术
。

在外延生长前进行气相抛光时
,

将吸附在表面的有害杂质和损伤层去掉
,

但重金属杂

质质量大
,

且物质在气相中的扩散系数大体上与其物质的分子量成反比
,

因而较难扩散出

滞流层而带出反应室外
,

仍有一部分重金属杂质存留在滞流层内或又重新吸附在抛光后

的硅片表面
,

在外延生长时进入外延层
。

重金属杂质又是外延雾状等缺陷的成核中心
,

重金属杂质去除工艺技术也是消除外延

制备中产生大量雾状微缺陷的关键技术 ”一 ” 。

重金属杂质和微缺陷在硅片中的特性和分布规律 重金属杂质常处在硅单晶

的界面
、

表层和 晶格缺陷处等 在外延生长过程中金属杂质和微缺陷还随着外延不断

生长而向新表层转移 在超净较好的环境下
,

外延雾状微缺陷多集中在外延表层
,

这

主要是金属杂质较集中于表层造成的
。

该区域是制造器件的区域
,

因而对器件性能和成品

率危害极大
,

尤其对表面器件和大规模集成电路
、

等高性能高集成度尖端



个 个 个

常常规工艺艺 一 一 一 ,, 三种工艺艺

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相间生长长解解吸工艺艺 一 一 一

解解吸 反反 以下下 以下下下

抛抛光工艺艺艺艺艺艺艺艺艺艺艺艺

由上面的结果可看出
,

解吸工艺可将缺陷密度降低约 、 个数量级
,

而解吸加反抛

光可使微缺陷降低 个数量级
,

达到
,

高于国际指标 “ 的水平
,

可为超

大规模集成电路
,

等高集成度表面器件提供整个外延层洁净的优质衬底
。

这

种工艺对消除重金属杂质和微缺陷获得极佳效果
。

我们连续生产 多炉全是亮片
。

结束语

该技术与通用的本征吸除 相比
,

本征吸除需要通过 、 几 的热处理
,

时间长
、

效

率低
,

增加了成本和沾污
,

另外由于本征吸除将溶解状态的氧转化为沉淀状态
,

导致硅片

机械强度降低
,

使大直径硅衬底易变弯曲
,

且长时间热处理只能在外延前进行
,

而对外延
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